METHOD FOR THERMALLY TREATI NG SEM ZORROCHRYUBSTRATES Abstract: The aim
of the inventionis to thermally treat objects,

substrates, in a conplete and effechigye\PR@flier and in a reaction chanber.
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(54) Title: METHOD FOR THERMALLY TREATING SEMICONDUCTOR SUBSTRATES

< (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM THERMISCHEN BEHANDELN VON HALBLEITERSUBSTRATEN

@n (57) Abstract: The aim of the invention is to thermally treat objects, especially semiconductor substrates, in a complete and effective
\& manner and in a reaction chamber. According 1o the inventive method. at least partial areas of the object are heated (o at least
v (hree lemperature maxima, whereby corresponding cooling phases are provided in-between. The method can be preferably used for
< breaking up the hydrogen passivation in p-doped GaN for the phase transition of silicides.

o

< (57) Zusammenfassung: Fur eine vollstindige und effektive thermische Behandlung von Objekten, insbesondere Halbleitersubst-
raten, in einer Reaktionskammer wird ein Verfahren angegeben, dass das Erwidrmen wenigstens von Teilbereichen des Objektes auf
wenigstens drei Temperaturmaxima mit entsprechenden Abkiihlphasen dazwischen vorsieht. Das Vertahren ist hevorzugl einsetzbar
zum Aufbrechen der Wasserstoffpassivierung in p-dotierten GaN oder zur Phasenumwondlung von Siliziden.
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